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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続端子を介して電気的に接続されて積層された一対の配線基板における一方の配線基
板に電子部品が搭載され、他方の配線基板には、前記電子部品に対応する部分に、前記電
子部品を収容可能な大きさの開口部が形成されている電子部品内蔵配線基板であって、
　前記電子部品と前記一方の配線基板との間に充填されたアンダーフィル樹脂の一部によ
って、前記電子部品の外周縁と前記開口部の内周縁との隙間を閉塞し、且つ前記開口部の
内周縁を所要範囲にわたって支承する支承部が形成され、
　前記一対の配線基板間には、封止樹脂が充填されていることを特徴とする電子部品内蔵
配線基板。
【請求項２】
　前記支承部が、前記アンダーフィル樹脂の一部が前記電子部品の外周縁に沿って形成さ
れた盛り上がり部によって形成されていることを特徴とする請求項１記載の電子部品内蔵
配線基板。
【請求項３】
　前記接続端子として、金属からなるコア材の外表面にはんだが被覆されたコア入りはん
だボールが用いられていることを特徴とする請求項１または２記載の電子部品内蔵配線基
板。
【請求項４】
　前記他方の配線基板の上面に、前記開口部の開口領域を覆って他の電子部品が搭載され
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ていることを特徴とする請求項１～３のうちのいずれか一項に記載の電子部品内蔵配線基
板。
【請求項５】
　接続端子を介して電気的に接続して積層した一対の配線基板の一方に電子部品を搭載し
、他方の配線基板に前記電子部品に対応する部分に前記電子部品が収容可能な大きさに形
成された開口部を有する電子部品内蔵配線基板を製造する際に、
　前記電子部品と前記一方の配線基板の間をアンダーフィル樹脂によって充填しつつ、前
記アンダーフィル樹脂の一部によって、前記電子部品の外周縁と前記開口部の内周縁との
隙間を閉塞し、且つ前記開口部の内周縁を所要範囲にわたって支承する支承部を形成する
工程と、
　前記他の配線基板を、前記一方の配線基板の電子部品搭載面側に、前記接続端子を介し
て電気的に接続して積層する工程と、
　前記一対の配線基板間に前記接続端子及び電子部品を封止する封止樹脂を充填する工程
と、を有していることを特徴とする電子部品内蔵配線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記支承部として、前記電子部品と前記一方の配線基板との間を充填する前記アンダー
フィル樹脂の一部を、前記電子部品の外周縁に這い上がらせて、前記電子部品の外周縁に
沿って盛り上がり部を形成することを特徴とする請求項５記載の電子部品内蔵配線基板の
製造方法。
【請求項７】
　前記一方の配線基板に前記電子部品を搭載する前に、電子部品搭載位置にアンダーフィ
ル樹脂からなるフィルムを配設することを特徴とする請求項５または６記載の電子部品内
蔵配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子部品内蔵配線基板と電子部品内蔵配線基板の製造方法に関し、より詳細に
は、一対の配線基板間に電子部品を搭載した電子部品内蔵配線基板と電子部品内蔵配線基
板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１６は下記特許文献１で提案された従来の電子部品内蔵配線基板２００の封止樹脂充
填前の状態を示す横断面図である。
　この電子部品内蔵配線基板２００は、一方の配線基板１１０と他方の配線基板１２０間
に電子部品１３０を搭載し、一方の配線基板１１０の上面に形成された接続パッド１１２
Ｂと他方の配線基板１２０の下面に形成された接続パッド１２２Ａとを、接続端子として
の銅コア付きのはんだボール１５０を介して電気的に接続したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５９９５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１６に示す電子部品内蔵配線基板２００は、図１７に示すように、トランスファモー
ルド金型１７２，１７４を用いて他方の配線基板１２０と一方の配線基板１１０との間に
封止樹脂１６０が充填される。このとき、他方の配線基板１２０の開口部１２４の近傍部
分が、図１７に示されているように、トランスファモールド金型１７２，１７４からのク
ランプ力により下方にたわむ変形を起こすことがあることが明らかになった。
　これは、他方の配線基板１２０に形成された開口部１２４の近傍部分に、その部分を支
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承する部材が何等配設されておらず、オーバーハング状態になっていることが原因である
。図１７に示すように、他方の配線基板１２０の下方側へのたわみ変形が惹起された状態
で上下の各配線基板１１０，１２０との間に封止樹脂１６０の充填を行うと、トランスフ
ァモールド金型１７２と開口部１２４との間に隙間部分が形成された状態になっているの
で、この隙間部分に封止樹脂１６０が侵入してしまうことがある。この結果、図１８に示
すように、他方の配線基板１２０の上面に形成した開口部１２４近傍位置の接続パッド１
２２Ｂが、トランスファモールド金型１７２と他方の配線基板１２０との間に侵入した封
止樹脂１６０により汚染されてしまい、電子部品内蔵配線基板２００の製品歩留まりが低
減してしまうという課題がある。
【０００５】
　そこで本願発明は、一方の配線基板上に搭載された電子部品の位置と対向する位置に開
口部を有する他方の配線基板をはんだボールを介して積み重ね、一方の配線基板と他方の
配線基板との間に封止樹脂を充填する際に、開口部と電子部品との隙間部分から他方の配
線基板の上面への封止樹脂の進入を防ぐことが可能な電子部品内蔵配線基板と、電子部品
内蔵配線基板の製造方法の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の目的を達成するため本願発明は以下の構成を有する。
　すなわち、電子部品内蔵配線基板の発明としては、接続端子を介して電気的に接続され
て積層された一対の配線基板における一方の配線基板に電子部品が搭載され、他方の配線
基板には、前記電子部品に対応する部分に、前記電子部品を収容可能な大きさの開口部が
形成されている電子部品内蔵配線基板であって、前記電子部品と前記一方の配線基板との
間に充填されたアンダーフィル樹脂の一部によって、前記電子部品の外周縁と前記開口部
の内周縁との隙間を閉塞し、且つ前記開口部の内周縁を所要範囲にわたって支承する支承
部が形成され、前記一対の配線基板間には、封止樹脂が充填されていることを特徴とする
電子部品内蔵配線基板とすることができる。
【０００７】
　また、電子部品内蔵配線基板の製造方法の発明として、接続端子を介して電気的に接続
して積層した一対の配線基板の一方に電子部品を搭載し、他方の配線基板に前記電子部品
に対応する部分に前記電子部品が収容可能な大きさに形成された開口部を有する電子部品
内蔵配線基板を製造する際に、前記電子部品と前記一方の配線基板の間をアンダーフィル
樹脂によって充填しつつ、前記アンダーフィル樹脂の一部によって、前記電子部品の外周
縁と前記開口部の内周縁との隙間を閉塞し、且つ前記開口部の内周縁を所要範囲にわたっ
て支承する支承部を形成する工程と、前記他の配線基板を、前記一方の配線基板の電子部
品搭載面側に、前記接続端子を介して電気的に接続して積層する工程と、前記一対の配線
基板間に前記接続端子及び電子部品を封止する封止樹脂を充填する工程と、を有している
ことを特徴とする電子部品内蔵配線基板の製造方法もある。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明にかかる電子部品内蔵配線基板によれば、電子部品の外周縁と開口部との間が閉
塞され、かつ、他方の配線基板の開口部の内周縁が支承された状態でモールド金型にセッ
トすることができる。これにより、トランスファモールド金型のクランプ力によって、他
方の配線基板の開口部の近傍部分におけるたわみ変形を防止することができる。このため
、トランスファモールド金型内で、一方の配線基板と他方の配線基板との間に封止樹脂を
充填する際に、封止樹脂が他方の配線基板の上面に侵入することがない。すなわち、他方
の配線基板の上面の設けられた接続パッドの汚染がなくなり、電子部品内蔵配線基板の製
造歩留まりを大幅に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態における一方の配線基板の当初状態を示す断面図である。
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【図２】図１に示す一方の配線基板の電子部品の電極端子位置に、はんだバンプを配設し
た状態を示す断面図である。
【図３】図２に示す一方の配線基板の電子部品の搭載位置に、樹脂フィルムを配設した状
態を示す断面図である。
【図４】図３に示す一方の配線基板の樹脂フィルムに電子部品である半導体素子を搭載し
た状態を示す断面図である。
【図５】図４に示す一方の配線基板の接続パッドにはんだボールを搭載した状態を示す断
面図である。
【図６】図５に示す一方の配線基板に開口部を有する他方の配線基板を積層した中間体を
示す断面図である。
【図７】トランスファモールド金型により図６に示す中間体の上下配線基板間に封止樹脂
を充填している状態を示す断面図である。
【図８】トランスファモールド金型から取り出した状態における電子部品内蔵配線基板の
断面図である。
【図９】図８に示す電子部品内蔵配線基板の開口部を洗浄処理した状態を示す断面図であ
る。
【図１０】図９に示す電子部品内蔵配線基板の一方の配線基板に外部接続端子を取り付け
た状態を示す断面図である。
【図１１】第２実施形態における電子部品内蔵配線基板の構造を示す断面図である。
【図１２】第３実施形態における電子部品内蔵配線基板の構造を示す断面図である。
【図１３】第４実施形態における電子部品内蔵配線基板の各製造工程における状態を示す
断面図である。
【図１４】第４実施形態における電子部品内蔵配線基板の各製造工程における状態を示す
断面図である。
【図１５】第４実施形態における電子部品内蔵配線基板の各製造工程における状態を示す
断面図である。
【図１６】従来技術における電子部品内蔵配線基板の封止樹脂充填前の状態を示す断面図
である。
【図１７】従来技術における電子部品内蔵配線基板をトランスファモールド金型により封
止樹脂を充填している状態を示す断面図である。
【図１８】図１７に示す電子部品内蔵配線基板をトランスファモールド金型から取り出し
た状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（第１実施形態）
　以下、本発明にかかる電子部品内蔵配線基板の製造方法についての実施の形態を、図面
に基づいて説明する。まず、図１に示すように、一方の配線基板１０を準備する。この一
方の配線基板１０は、絶縁部材からなるコア基板１１の上下面のそれぞれに、公知の方法
で銅等の導体を用いて配線パターン１２が形成されている。本実施形態においては、コア
基板１１の表面に複数層に配線パターン１２が形成されている。
　一方の配線基板１０の板厚方向に隣接する配線パターン１２間には、絶縁樹脂１３が積
層されていて、絶縁樹脂１３に設けられたヴィアＶにより板厚方向（上下方向）の配線パ
ターン１２が電気的に接続されている。
【００１１】
　一方の配線基板１０の上下両表面はレジスト１５により覆われている。レジスト１５の
一部を除去することで、配線パターン１２を露出させて接続パッド１２Ａ，１２Ｂが形成
されている。また、図示しないが接続パッド１２Ａおよび１２Ｂは、配線パターン１２の
表面にニッケルめっきおよび金めっき処理が施された多層構造のランド部に形成されてい
る。一方の配線基板１０の上下面に形成されている接続パッド１２Ａおよび１２Ｂは、ヴ
ィアＶ、スルーホールＨおよび配線パターン１２により電気的に接続されている。
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【００１２】
　次に、図２に示すように、一方の配線基板１０の上面に搭載する電子部品である半導体
素子の電極端子が接続される接続パッド１２Ｂに、はんだバンプ１２Ｃを形成する。はん
だバンプ１２Ｃを形成することにより、後述する電子部品である半導体素子に形成された
金バンプ等の金属バンプからなる電極端子との接合を確実にすることができる。
　続いて、図３に示すように一方の配線基板１０の半導体素子搭載位置に、アンダーフィ
ル樹脂からなる樹脂フィルム４０を配設する。樹脂フィルム４０は、一方の配線基板１０
とここに搭載された半導体素子との間をアンダーフィル樹脂によって充填させるためのも
のである。このため樹脂フィルム４０は、搭載する半導体素子の平面領域よりも広範囲を
被覆することができる大きさである。先に形成したはんだバンプ１２Ｃは、樹脂フィルム
４０により被覆された状態になる。
【００１３】
　次に、図４に示すように、樹脂フィルム４０に半導体素子３０を搭載する。半導体素子
３０は、電極端子３２が形成された面を樹脂フィルム４０に対向させた状態（フリップチ
ップ方式）で一方の配線基板１０に搭載される。樹脂フィルム４０へ半導体素子３０を搭
載する際には、一方の配線基板１０、樹脂フィルム４０と、半導体素子３０のそれぞれを
加熱しながら行うことが好適である。このようにして搭載された半導体素子３０は電極端
子３２が加熱されて軟化した樹脂フィルム４０を貫通して、はんだバンプ１２Ｃにくい込
んだ状態となり、金属間接合により電気的に接続される。
【００１４】
　加熱されて軟化した樹脂フィルム４０（アンダーフィル樹脂）は、半導体素子３０によ
り押圧されて図４に示すように半導体素子３０の外周側面に沿って這い上がり、いわゆる
盛り上がり部４２を形成する。本実施形態においては、半導体素子３０の実装時による押
圧力により押し出された盛り上がり部４２は半導体素子３０の上面（背面または裏面とも
いう）よりも上方側位置まで突出する。このため、半導体素子３０と一方の配線基板１０
との間に充填される樹脂量と、樹脂フィルム４０の樹脂量とを予め算出しておくことが好
ましい。このようにして形成された盛り上がり部４２は、半導体素子３０の搭載後に加熱
が解除されれば、盛り上がり部４２を半硬化状態にすることができ、一旦形成された盛り
上がり部４２が低下してしまうことはない。
【００１５】
　続いて図５に示すように、一方の配線基板１０の上面の接続パッド１２Ｂに接続端子で
あるはんだボール５０を取り付ける。本実施形態で用いているはんだボール５０は、銅製
のコア材５２の外周面をはんだペースト５４で被覆したものを用いている。一方の配線基
板１０と他方の配線基板２０の離間距離は、銅製のコア材５２の径寸法により規定するこ
とができる。銅製のコア材５２の径寸法は、搭載する半導体素子３０の厚さを考慮して電
子部品内蔵配線基板の構成に応じて適宜設定することが可能である。
【００１６】
　一方の配線基板１０にはんだボール５０が取り付けられた後、図６に示すように、他方
の配線基板２０を積層する。他方の配線基板２０もまた、一方の配線基板１０と同様に上
下面のそれぞれには、銅等の導体により配線パターン２２が公知の方法で形成されている
。すなわち、他方の配線基板２０の表面はレジスト２３により覆われ、配線パターン２２
の接続端子が接合される部位は露出して接続パッド２２Ａ，２２Ｂとなっている。他方の
配線基板２０の両面に形成された配線パターン２２は、スルーホールにより電気的に接続
されている。このようにして形成された他方の配線基板２０には、半導体素子３０の搭載
位置に対応する部位に開口部２４が形成されている。開口部２４の内周縁位置は、半導体
素子３０の外周縁位置よりも外側位置となるように形成されている。
【００１７】
　他方の配線基板２０は、下面側の接続バッド２２Ａの位置をはんだボール５０の位置に
位置合わせして一方の配線基板１０に積層される。他方の配線基板２０の接続パッド２２
Ａをはんだボール５０の取り付け位置に位置合わせして一方の配線基板１０に積層させれ
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ば、半導体素子３０を開口部２４の内側領域に収容することができる。他方の配線基板２
０を一方の配線基板１０のはんだボール５０に接続させる際には、他方の配線基板２０の
下面高さ位置が盛り上がり部４２の上端高さ位置よりも下方になる。
　したがって、他方の配線基板２０の開口部２４の下面側内周縁が盛り上がり部４２に食
い込んだ状態で積層され、開口部２４の内周縁とその周辺領域を所要範囲にわたって支承
した構造となる。また、盛り上がり部４２の一部によって開口部２４の内周縁と半導体素
子３０の外周縁との隙間が閉塞された中間体５５が得られることになる。このように、ア
ンダーフィル樹脂として用いたフィルム樹脂４０の一部により形成された盛り上がり部４
２は、支承部として機能している。
【００１８】
　次に、図７に示すようにして、中間体５５をトランスファモールド金型の上金型７２と
下金型７４（以下、単に、上金型７２、下金型７４という）にセットし、中間体５５の一
方の配線基板１０と他方の配線基板２０との間に封止樹脂６０を充填する。このとき中間
体５５は、上金型７２と下金型７４とにより上下方向に加圧された状態になるのは従来技
術と同様である。はんだボール５０の外表面のはんだペースト５４は、上金型７２と下金
型７４からの熱により溶融し、銅製のコア材５２の径寸法により一方の配線基板１０と他
方の配線基板２０との離間距離が規定される。
【００１９】
　図７からも明らかなように、他方の配線基板２０の開口部２４の内周縁部分は、半導体
素子３０のアンダーフィル材として用いた樹脂フィルム４０の盛り上がり部４２により閉
塞され、且つ支承された状態になっている。すなわち、上金型７２と下金型７４とを用い
て封止樹脂６０を充填する際においても、他方の配線基板２０が開口部２４近傍位置にお
いて下方にたわむことがなく、一方の配線基板１０と他方の配線基板２０は平行な積層状
態が維持される。これにより、上金型７２の下面と他方の配線基板２０の上面との間に隙
間が生じないのである。したがって封止樹脂６０が他方の配線基板２０の上面側に侵入し
てしまう（いわゆるフラッシュばりを発生する）ことがなく、封止樹脂６０を適切に充填
することができる。
【００２０】
　中間体５５の一方の配線基板１０と他方の配線基板２０との間に封止樹脂６０の充填を
終え、本発明にかかる電子部品内蔵配線基板１００を得ることができる。このようにして
得られる電子部品内蔵配線基板１００（他方の配線基板２０）は上面の平坦度が高く、接
続パッド２２Ｂの位置精度を高めることができるという利点も有している。
　この後、上金型７２と下金型７４とから電子部品内蔵基板１００を取り出す。この電子
部品内蔵配線基板１００は、本発明に係る電子部品内蔵配線基板の一実施例である。かか
る電子部品内蔵配線基板１００の断面図を図８に示す。
【００２１】
　図８に示すように、電子部品内蔵配線基板１００は、接続端子であるはんだボール５０
を介して一方の配線基板１０と他方の配線基板２０とが電気的に接続されて積層されてい
る。一方の配線基板１０に電子部品である半導体素子３０が搭載され、他方の配線基板２
０には、半導体素子３０に対応する部分に、半導体素子３０を収容可能な大きさの開口部
２４が形成されている。
　そして、半導体素子３０と一方の配線基板１０との間に充填されたアンダーフィル樹脂
からなるフィルム樹脂４０の一部によって盛り上がり部４２が形成されている。半導体素
子３０の外周縁と開口部２４の内周縁との隙間は盛り上がり部４２により閉塞された状態
になっている。また、開口部２４の内周縁が所要範囲にわたって盛り上がり部４２により
支承されている。
【００２２】
　一方の配線基板１０と他方の配線基板２０との間には、封止樹脂６０が充填されている
。封止樹脂６０は、半導体素子３０の外周側側面の盛り上がり部４２の一部（フィレット
部）の外表面よりも外方領域のみに充填されている。
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　開口部２４の平面領域内はもちろんのこと、他方の配線基板２０の上面の開口部近傍位
置に形成された接続パッド２２Ｂは、トランスファモールドを行う前と同様に清浄な状態
が維持されている。このように半導体素子３０と封止樹脂６０との直接的な接触がないた
め、無機物である半導体素子３０と有機物である封止樹脂６０の密着不良を回避すること
ができる点においても好都合である。
【００２３】
　本実施形態においては、電子部品内蔵配線基板１００の半導体素子３０の上面領域に入
り込んでいる盛り上がり部４２の一部をドライエッチング等により除去する。より詳細に
は、盛り上がり部４２と半導体素子３０の上面とが面一になる平面に形成し、図９に示す
ように半導体素子３０の上面全体を露出させている。このようにして半導体素子３０の上
面をフリーエリアとしての空間にしておけばよい場合には、盛り上がり部４２の除去処理
は省略することももちろん可能である。
　そして、図１０に示すように、一方の配線基板１０（電子部品内蔵基板１００）の下面
側に形成されている接続パッド１２Ａに、外部接続端子として、はんだバンプ８０を取り
付けている。また、図示していないが、半導体素子３０の上面に放熱板（放熱シート）と
して、グラファイト入りのシリコンシートを貼付すれば、半導体素子３０の放熱効率が向
上し、熱がこもりやすくなりがちな電子部品内蔵配線基板１００においては特に好適であ
る。はんだバンプ８０の取り付けや、グラファイト入りのシリコンシートの貼付は省略す
る場合もある。
【００２４】
　（第２実施形態）
　次に第２実施形態について説明する。図１１は、本発明にかかる電子部品内蔵配線基板
の第２実施形態における構成を示す横断面図である。本実施形態では、第１実施形態で説
明した電子部品内蔵配線基板（半導体装置）１００の半導体素子３０の上面（他方の配線
基板２０の上面）にメモリ等のいわゆる表面実装部品３５を搭載したものである。本実施
形態における電子部品内蔵配線基板１００においても、他方の配線基板２０が開口部２４
近傍で下方にたわむ変形がない状態で封止樹脂６０が充填されているので、電子部品内蔵
配線基板１００の上面の平坦性を高めることができる。これにより、表面実装部品３５の
外部接続端子３６を極めて高い位置精度で他方の配線基板２０の接続パッド２２Ｂに取り
付けすることができる。
【００２５】
　他の構成については第１実施形態で用いた部材番号と同一の番号を付すことにより、こ
こでの詳細な説明は省略する。なお、図１１には、電子部品内蔵配線基板１００の一方の
配線基板１０に形成された接続パッド１２Ａには、外部接続端子であるはんだバンプ８０
が取り付けられているが、はんだバンプ８０を取り付けない形態であってもよいのはもち
ろんである。
【００２６】
　（第３実施形態）
　次に第３実施形態について説明する。図１２は、本発明にかかる電子部品内蔵配線基板
の第３実施形態における構成を示す横断面図である。具体的には、第１実施形態で説明し
た電子部品内蔵配線基板（半導体装置）１００の開口部２４により形成された空間に合成
樹脂６５を充填して電子部品内蔵配線基板１００の上面を平坦化した後、他の電子部品内
蔵配線基板１００を搭載した、いわゆるＰｏＰ（Ｐａｃｋａｇｅ ｏｎ Ｐａｃｋａｇｅ）
構造に形成したものである。下層側の電子部品内蔵配線基板１００の合成樹脂６５の充填
にはトランスファモールド金型（ここでは図示せず）を用いることができる。
【００２７】
　このとき他方の配線基板２０は、盛り上がり部４２や封止樹脂６０により開口部２４以
外の平面領域全域で支持されているので、他方の配線基板２０が開口部２４近傍で下方に
たわむ変形を生じることはない。したがって樹脂モールド工程において、上金型７２の下
面と他方の配線基板２０の上面との間隙が生じず、開口部２４から他方の配線基板２０の
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上面に形成された接続パッド２２Ｂに合成樹脂６５が侵入することはなく、他方の配線基
板２０の上面に形成された接続パッド２２Ｂの汚染はない。この形態においても、最下層
の電子部品内蔵基板１００の一方の配線基板１０へのはんだバンプ８０は取り付けを省略
しても良いのは上記実施形態と同様である。
【００２８】
　（第４実施形態）
　本実施形態においては、一方の配線基板１０に半導体素子３０を搭載する際に、従来技
術と同様に、アンダーフィル樹脂４５を充填した実施形態について説明する。
　一方の配線基板１０の接続パッド１２Ｂにはんだバンプ１２Ｃを形成した後、半導体素
子３０の電極端子３２をはんだバンプ１２Ｃに対向させて（フリップチップ方式で）接合
させる。金製の電極端子３２とはんだバンプ１２Ｃとの金属間接合を保護するために、一
方の配線基板１０と半導体素子３０との間に公知の方法でアンダーフィル樹脂４５を充填
する。ここまでの工程は公知の方法を適用することができるので図示は省略している。ア
ンダーフィル樹脂４５が硬化した後、図１３に示すようにディスペンサＤにより、半導体
素子３０の外周側面（アンダーフィル樹脂４５のフィレット部）および上面にエポキシ樹
脂等の熱硬化性の合成樹脂４７を供給し、半導体素子３０の外周縁に沿って盛り上がる盛
り上がり部４９を形成する。この盛り上がり部４９の形状的特徴や機能的特徴は、第１実
施形態におけるフィルム樹脂４０の変形による盛り上がり部４２と同様である。
【００２９】
　このようにして半導体素子３０の外周側面および上面側に突出した半硬化状態の盛り上
がり部４９を形成した後、第１実施形態と同様にして、一方の配線基板１０の上面の接続
パッド１２Ｂに銅製のコア材５２の外表面をはんだペースト５４で被覆したはんだボール
５０を取り付け、他方の配線基板２０の下面に形成された接続パッド２２Ａをはんだボー
ル５０の位置に位置合わせした状態で積層することで図１４に示す状態にする。図１４に
示されているように、本実施形態によっても、一方の配線基板１０と他方の配線基板２０
に形成された開口部２４との間が盛り上がり部４９により閉塞された状態を形成すること
が可能である。すなわち、他方の配線基板２０は、はんだボール５０だけではなく、開口
部２４内に収容された半導体素子３０の外周縁部分において盛り上がり部４９の一部によ
り支持された状態にすることができる。
【００３０】
　このようにして得られた電子部品内蔵配線基板１００（半導体装置）の一方の配線基板
１０と他方の配線基板２０との隙間部分に封止樹脂６０を充填する際は、第１実施形態と
同様に、トランスファモールド金型を用いた封止樹脂６０の充填が可能である。本実施形
態における電子部品内蔵配線基板１００においても、盛り上がり部４９により他方の配線
基板２０の開口部２４内周端縁が所要範囲にわたって支持されるから、トランスファモー
ルド金型のクランプ力が作用しても、他方の配線基板２０の開口部２４近傍が下方にたわ
むことはない。
【００３１】
　したがって、本実施形態における電子部品内蔵配線基板１００も第１実施形態における
電子部品内蔵配線基板１００と同様の仕上がり形状を得ることができる。また必要に応じ
て、図１５に示すように、電子部品内蔵配線基板１００の下面（一方の配線基板１０の下
面）に形成されている接続パッド１２Ａに外部接続端子として、はんだボール８０を取り
付けることもできる。
　ただし、本実施形態を採用した場合、第１実施形態における盛り上がり部４２と同様の
盛り上がり部４９を形成することが可能ではあるものの、第１実施形態に比較して工程数
が一工程増加する。
【００３２】
　以上に、本発明にかかる電子部品内蔵配線基板（半導体装置）１００について、実施形
態に基づいて詳細に説明してきたが、本願発明は以上の実施形態に限定されるものではな
く、発明の要旨を変更しない範囲で各種の改変を行っても本願発明の技術的範囲に属する
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ことはいうまでもない。
　例えば、以上の実施形態においては、電子部品３０として半導体素子を例に説明してい
るが、電子部品は半導体素子３０に限定されるものではなく、他の電子部品を用いてもよ
い。
【００３３】
　また、第１実施形態においては、支承部となる盛り上がり部４２を形成するアンダーフ
ィル樹脂として、アンダーフィル樹脂からなるフィルム樹脂４０採用しているが、この形
態に限定されるものではない。樹脂フィルム４０の他の実施形態としては、例えば、ＮＣ
Ｆ（Ｎｏｎ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）や異方性導電性フィルム等を用いること
ができる。
　さらには、アンダーフィル樹脂の形態はフィルム状に形成されたものに限定されない。
他のアンダーフィル樹脂の供給形態としては、例えば、一方の配線基板１０に電子部品で
ある半導体素子３０を搭載する前に、ディスペンサによって液状またはゲル状のアンダー
フィル樹脂を供給する形態を採用してもよい。この場合、アンダーフィル樹脂の上から半
導体素子３０を搭載する際において、半導体素子３０に押圧されたアンダーフィル樹脂が
半導体素子３０の外周側面に沿って這い上がる作用を利用して支承部となる盛り上がり部
４２を形成することができる。
【００３４】
　また、以上の実施形態において接続端子として用いているはんだボール５０はコア材と
して銅コア材５２を採用しているが、軟化温度がはんだの融点よりも十分に高い導体であ
れば、銅以外の金属または他の物質（例えば、合成樹脂）によりコア材５２を形成したは
んだボール５０を採用することができる。
【００３５】
　また、第４実施形態においては、他方の配線基板２０の積層前に半導体素子３０の外周
側面に沿って半導体素子３０の上面側に突出する盛り上がり部４９の合成樹脂をディスペ
ンサＤにより供給して形成する形態について説明しているが、この形態に限定されるもの
ではない。一方の配線基板１０に半導体素子３０を搭載し、アンダーフィル樹脂４５を充
填し、開口部２４を有する他方の配線基板２０を積層させた後、開口部２４と半導体素子
３０の外周側面との間の隙間部分に合成樹脂をディスペンサＤにより供給することによっ
ても、半導体素子３０と開口部２４との隙間部分からの封止樹脂６０の侵入を防止するこ
とができ、且つ封止樹脂６０の充填時には開口部２４の内周縁近傍を支承することができ
る。
【００３６】
　また、以上の実施形態においては、半導体素子３０の裏面（図中における上面）位置が
他方の配線基板２０の板厚内に収まっている形態について説明したが、半導体素子３０を
搭載した状態で、半導体素子３０の裏面が他方の配線基板２０の上面から突出する形態、
半導体素子３０の上面（背面）が他方の配線基板２０の下面高さと等しい高さ位置に位置
させた形態としてもよい。
　さらには、以上に説明した実施形態を適宜組み合わせた実施形態であっても、本願発明
の技術的範囲に含まれるのはもちろんである。
【符号の説明】
【００３７】
１０　一方の配線基板
１２，２２　配線パターン
１２Ａ，１２Ｂ，２２Ａ，２２Ｂ　接続パッド
１２Ｃ，８０　はんだバンプ
１３　絶縁樹脂
１５　レジスト
２０　他方の配線基板
２４　開口部
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３０　電子部品（半導体素子）
３２　電極端子
３５　表面実装部品
３６　外部接続端子
４０　フィルム樹脂
４２，４９　盛り上がり部
４７，６５　合成樹脂
５０　はんだボール
５２　コア材
５４　はんだペースト
５５　中間体
６０　封止樹脂
７２　上金型
７４　下金型
１００　電子部品内蔵配線基板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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